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Энергонезависимая фазовая память (PCM) на основе материала Ge2Sb2Te5 (GST225) является одним из основных претендентов на память нового поколения. Выбор материала связан с уникальными свойствами, позволяющими применять тонкие пленки на основе халькогенидного полупроводника в качестве функциональных слоев фазовой памяти. В частности, для халькогенидов данной системы характерным является высокая скорость кристаллизации, устойчивость метастабильных состояний, высокая радиационная стойкость, высокая контрастность между сопротивлениями аморфной и кристаллической фазы, низкая теплопроводность. Принцип записи и стирания данных в устройствах PCM основан на резком изменении оптических и электрических свойств материала при фазовом переходе из аморфного состояния в кристаллическое и обратно. Однако, необходима оптимизация PCM-технологии для формирования наноразмерных программируемых областей ячеек, поэтому целью работы является исследование процесса травления тонких пленок GST225 для формирования ячеек фазовой памяти. 

В данной работе были исследованы механизмы химического травления тонких пленок и синтезированного материала Ge2Sb2Te5. Концентрация растворов подбиралась в соответствии с условиями и требованиями к проводимому процессу.

Осаждение аморфных тонких плёнок проводилось методом вакуумно-термического напыления синтезированного материала на подложки SiO2. Толщина напыляемых плёнок примерно равна 200 нм, средняя шероховатость поверхности 0,2 нм.

Морфология поверхности образцов исследовалась на оптическом микроскопе (Carl-ZeissAxiovert 40 MAT),  методом АСМ (NT-MDTIntegra (ImageAnalysis)) и РЭМ(JEOL JCM-6000). 


Было установлено, что травление в растворе ДМФА(C3H7NO) не влияет на морфологию поверхности исходной пленки GST225 и средняя шероховатость после травления соответствует исходной структуре ~ 0,2 нм. Растворы KOH, NaOH, C3H9N проявляют себя как активные травители и разрушают поверхность исследуемого образца. С ростом концентрации и температуры реагентов процесс травления идет активнее. Процесс разрушения тонких пленок халькогенида подтверждены экспериментами по растворению синтезированного порошка GST225 в активных травителях.
Работа выполнена при поддержке проекта RFMEFI57514X0096.
